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前  言

  本文件按照GB/T1.1—2020《标准化工作导则 第1部分:标准化文件的结构和起草规则》的规定

起草。
本文件代替GB/T249—2017《半导体分立器件型号命名方法》,与GB/T249—2017相比,除结构

调整和编辑性改动外,主要技术变化如下:

a) 增加了碳化硅、氮化镓、金刚石等化合物半导体器件的命名方法(见表1);

b) 增加了ESD保护器件的命名(见表2);

c) 增加了IGBT的型号命名(见表2);

d) 增加了数字晶体管的命名(见表2)。
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限公司、山东芯诺电子科技股份有限公司、西安卫光科技有限公司、西安环宇芯微电子有限公司、国家国

防科技工业局军工项目审核中心、中国振华集团永光电子有限公司(国营第八七三厂)。
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半导体分立器件型号命名方法

1 范围

本文件规定了半导体分立器件型号的命名方法。
本文件适用于各种半导体分立器件的型号命名。

2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中,注日期的引用文

件,仅该日期对应的版本适用于本文件;不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于

本文件。

GB/T17573—2026 半导体器件 总则

3 术语和定义

GB/T17573—2026界定的术语和定义适用于本文件。

4 型号组成原则

4.1 半导体分立器件的型号五个组成部分的基本意义如下:
第一部分 第二部分 第三部分 第四部分 第五部分

用汉语拼音字

母表示规格号

 用阿拉伯数字表示登记顺序号

用汉语拼音字母表示器件的类别

用汉语拼音字母表示器件的材料和极性

用阿拉伯数字表示器件的电极数目

4.2 半导体分立器件的型号一般由第一部分~第五部分组成,也可由第三部分~第五部分组成。

5 型号组成部分的符号及其意义

5.1 由第一部分~第五部分组成的器件型号的符号及其意义见表1。
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